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요약

    
본 발명에 따른 칩 적층형 패키지 소자는, 본딩 패드가 형성되어 있고 칩이 실장되는 실장면을 갖는 기판과, 기판의 실
장면에 접착층을 통해 직접 부착되는 하부 칩과, 상기 하부 칩의 활성면에 접착층을 통해 직접 부착되는 상부 칩과, 하
부 칩의 전극 패드와 기판의 본딩 패드를 전기적으로 연결하는 복수의 본딩 와이어와, 상부 칩의 전극 패드와 기판의 본
딩 패드를 전기적으로 연결하는 복수의 본딩 와이어를 포함하며, 상부 칩은 활성면 반대쪽 밑면 모서리에 형성된 트렌
치를 포함하고, 상기 트렌치는 하부 칩의 본딩 와이어에 대한 와이어 루프를 제공하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 
패키지 제조 방법은, 하부 칩이 형성될 제1 웨이퍼 준비 단계와, 상부 칩이 형성될 제2 웨이퍼 준비 단계와, 제2 웨이퍼
의 활성면의 반대쪽 밑면에 트렌치를 형성하는 단계와, 제1 웨이퍼를 절단하여 하부 칩으로 분리하고, 하부 칩을 기판
면에 부착하는 1차 다이 본딩 단계와, 하부 칩의 전극 패드와 기판을 전기적으로 연결하는 1차 와이어 본딩 단계와, 제
2 웨이퍼를 절단하여 상부 칩으로 분리하고, 분리된 상부 칩을 하부 칩의 활성면에 부착하는 제2 다이 본딩 단계와, 상
부 칩의 전극 패드와 기판을 전기적으로 연결하는 2차 와이어 본딩 단계를 포함하며, 트렌치 형성 단계는 분리된 상부 
칩의 밑면 모서리에 트렌치를 형성함으로써, 하부 칩에 연결되는 본딩 와이어에 대한 와이어 루프를 제공하는 것을 특
징으로 한다.
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대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 한 구현예에 따른 칩 적층형 패키지 소자의 단면도.

도 2는 본 발명에 따른 칩 적층형 패키지 소자의 제조 공정을 나타내는 흐름도.

도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 칩 적층형 패키지에서 상부 반도체 칩을 제조하는 제1 실시예를 설명하기 위한 단면도.

도 4a 내지 도 4e는 본 발명의 칩 적층형 패키지에서 상부 반도체 칩을 제조하는 제2 실시예를 설명하기 위한 단면도.

도 5a 내지 도 5f는 본 발명의 칩 적층형 패키지에서 상부 반도체 칩을 제조하는 제3 실시예를 설명하기 위한 단면도.

< 도면의 주요 부호에 대한 설명>

100: 칩 적층형 반도체 패키지 소자

10: 기판12: 기판 상부면

13: 기판 하부면14: 본딩 패드(bonding pad)

16: 볼 랜드(ball land)18: 솔더 레지스트(solder resist)

20, 30: 반도체 칩22, 32: 접착층

24, 34: 전극 패드(electrode pad)41, 43: 본딩 와이어(bonding wire)

50: 패키지 성형 몸체60: 솔더 볼(solder ball)

110: 웨이퍼112, 162: 인식 마크

115: 웨이퍼 밑면120: 웨이퍼 활성면(active surface)

122: 패시베이션(passivation)층130: 후면 트렌치(backside trench)

132: 금속층140: 접착 테이프

150a, 150b, 150c: 다이(die) 또는 개별 반도체 칩

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 칩 적층형 패키지 기술에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로 본 발명은 웨이퍼 후면 트렌치(wafer backside tr
ench) 형성 공정에 의해 밑면 모서리에 트렌치가 형성된 반도체 칩을 상부 칩으로 하여 복수의 칩을 적층한 칩 적층형 
패키지 소자 및 이를 제조하는 방법에 관한 것이다.

반도체 소자의 집적도가 향상되고 고성능이 요구되면서 반도체 칩 자체의 크기가 증가함에 따라 반도체 소자의 실장밀
도를 높여야 할 필요성이 생기게 되었다. 적층형 소자는 이러한 요구를 충족할 수 있는 하나의 대안이 될 수 있는데, 적
층형 소자는 여러 기능을 하는 칩을 하나의 패키지로 구현할 수 있다는 점에서도 유리한 점이 있다. 적층형 소자는 패키
지되지 않은 개별 칩을 여러 개 적층시켜 구현할 수도 있고, 조립 공정이 끝난 패키지 소자 여러 개를 적층시킬 수도 있
다.

    
패키지 적층형 소자는 개별 반도체 패키지가 반도체 칩보다는 적어도 2배 이상의 두께를 갖기 때문에, 적층된 소자의 
전체 두께가 증가한다는 문제가 있으며, 적층된 개별 패키지 소자를 전기적으로 서로 연결시키기 위해서 개별 패키지의 
몸체 밖으로 둘출된 외부 리드에 대한 변형, 예컨대, 상부에 위치하는 개별 패키지의 외부 리드를 그 아래에 위치하는 
개별 패키지의 외부 리드에 끼우거나, 적층되는 개별 패키지의 외부 리드에 수직으로 구멍을 뚫고 그 구멍에 연결 단자
를 삽입하여 적층 패키지의 외부 접속 단자를 활용해야 하는 등의 변형이 필요하기 때문에 적층형 소자의 수율이 떨어
진다는 문제가 있다.
    

한편, 하나의 패키지 몸체 내에 여러 개의 칩을 적층하는 칩 적층형 소자는 패키지 적층형 소자에 비해 실장 효율이 좋
다는 점에서 더 유리한데, 종래 칩 적층형 소자는 다양한 구조로 실현될 수 있다.

    
예컨대, 리드 프레임 다이 패드 밑면에 접착제를 통해 하부 칩을 부착하고 다이 패드 윗면에 접착제를 통해 상부 칩을 
부착한 양면 칩 적층형 패키지 소자가 있다. 하부 칩은 온칩 회로(on-chip circuit)가 형성된 활성면이 아래쪽을 향하
도록 다이 패드에 부착되고 상부 칩은 활성면이 위쪽을 향하도록 다이 패드에 부착된다. 상하부 반도체 칩 각각은 리드 
프레임 리드와 본딩 와이어에 의해 전기적으로 연결된다. 몰딩 수지로 패키지 몸체를 형성하여 상하부 반도체 칩과 본
딩 와이어를 보호한다. 이러한 양면 칩 적층형 패키지에 사용되는 상하부 칩 중 어느 하나는 나머지 하나에 대해 미러 
칩(mirror chip)이고, 본딩 와이어가 접속되는 전극 패드가 칩 활성면의 주변부에 형성되어 있는 주변 패드형 칩이다.
    

한편, 또 다른 형태의 종래 칩 적층형 패키지는 다이 패드 위에 복수의 칩을 같은 방향으로 적층하는 구조이다. 이 경우 
하부 칩은 상부 칩보다 크기가 더 커야 한다. 하부 칩은 접착제에 의해 다이 패드에 부착되고, 상부 칩은 접착제를 통해 
상부 칩의 활성면에 부착된다. 상하부 칩은 리드에 본딩 와이어를 통해 전기적으로 연결되며, 패키지 성형 몸체에 의해 
보호된다. 이러한 구조의 적층 패키지는 상하부 칩의 구조가 서로 달라야 한다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 동일한 크기의 반도체 IC 소자를 적층한 칩 적층형 패키지 소자 및 그 제조 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 동일한 크기의 반도체 칩을 적층하면서도 저비용의 와이어 본딩 기술을 쉽게 적용할 수 있는 구
조의 칩 적층형 패키지 소자 및 그 제조 방법을 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

    
본 발명에 따른 칩 적층형 패키지 소자는, 복수의 본딩 패드가 형성되어 있고 복수의 반도체 칩이 실장되는 실장면을 갖
는 기판과, 상기 기판의 실장면에 제1 접착층을 통해 직접 부착되며, 복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖는 하부 반
도체 칩과, 상기 하부 반도체 칩의 활성면에 제2 접착층을 통해 직접 부착되며, 복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖
는 상부 반도체 칩과, 상기 하부 반도체 칩의 전극 패드와 상기 기판의 본딩 패드를 전기적으로 연결하는 제1 복수의 본
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딩 와이어와, 상기 상부 반도체 칩의 전극 패드와 상기 기판의 본딩 패드를 전기적으로 연결하는 제2 복수의 본딩 와이
어를 포함하며, 상기 상부 반도체 칩은 활성면 반대쪽 밑면 모서리에 형성된 트렌치를 포함하고, 상기 트렌치는 상기 제
1 복수의 본딩 와이어에 대한 와이어 루프를 제공하는 것을 특징으로 한다.
    

상기 상부 반도체 칩의 밑면에는 금속층이 전체적으로 도포되어 있는 것을 특징으로 한다.

    
본 발명에 따른 칩 적층형 패키지 소자 제조 방법은, 복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖는 복수의 하부 칩이 형성
될 제1 웨이퍼를 준비하는 단계와, 복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖는 복수의 상부 칩이 형성될 제2 웨이퍼를 
준비하는 단계와, 상기 제2 웨이퍼의 활성면의 반대쪽 밑면에 트렌치를 형성하는 단계와, 상기 제1 웨이퍼를 절단하여 
하부 칩으로 분리하고, 하부 칩을 기판의 제1 면에 부착하는 1차 다이 본딩 단계와, 상기 하부 칩의 전극 패드와 기판을 
전기적으로 연결하는 1차 와이어 본딩 단계와, 상기 제2 웨이퍼를 절단하여 상부 칩으로 분리하고, 분리된 상부 칩을 
상기 하부 칩의 활성면에 부착하는 제2 다이 본딩 단계와, 상기 상부 칩의 전극 패드와 기판을 전기적으로 연결하는 2
차 와이어 본딩 단계를 포함하며, 상기 트렌치 형성 단계는 상기 분리된 상부 칩의 밑면 모서리에 트렌치를 형성함으로
써, 상기 하부 칩에 연결되는 본딩 와이어에 대한 와이어 루프를 제공하는 것을 특징으로 한다.
    

본원의 제1 면에 따르면, 상기 트렌치 형성 단계는, 웨이퍼 밑면에 인식 마크를 형성하는 단계와, 상기 인식 마크를 기
준으로 소정의 위치에 절단 날로 홈을 형성하는 단계와, 상기 홈의 표면을 포함하여 웨이퍼 밑면 전체에 금속층을 도포
하는 단계를 포함한다.

본원의 제2 면에 따르면, 상기 트렌치 형성 단계는, 웨이퍼 밑면 전체에 제1 금속층을 도포하는 단계와, 인식 마크를 형
성하는 단계와, 상기 인식 마크를 기준으로 웨이퍼 밑면의 소정의 위치에 소형 홈을 형성하는 단계와, 상기 제1 금속층
을 마스크로 하여 상기 소형 홈을 식각하여 트렌치를 형성하는 단계와, 상기 트렌치 면을 포함하며 웨이퍼 밑면 전체에 
제2 금속층을 도포하는 단계를 포함한다.

    
본원의 제3 면에 따르면, 상기 트렌치 형성 단계는, 웨이퍼 밑면에 식각 마스크층을 도포하는 단계와, 상기 식각 마스크
층 위에 감광막 패턴층을 형성하는 단계와, 상기 감광막 패턴층을 기준으로 상기 식각 마스크층을 부분적으로 제거하여 
식각 마스크 패턴층을 형성하는 단계와, 상기 감광막 패턴층을 제거하는 단계와, 상기 식각 마스크 패턴층을 마스크로 
하여 상기 웨이퍼 밑면을 식각하여 트렌치를 형성하는 단계와, 상기 식각 마스크 패턴층을 제거하는 단계와, 상기 트렌
치 면을 포함하여 웨이퍼 밑면 전체에 금속층을 형성하는 단계를 포함한다.
    

실시예

이하 도면을 참조로 본 발명의 실시예를 설명한다. 도면에 나타낸 실시예는 설명을 위한 것이며 실제 소자의 크기를 그
대로 반영한 것은 아니다. 도면에서 동일한 도면 부호는 서로 동일한 또는 대응되는 구성 요소를 나타낸다.

도 1은 본 발명의 한 구현예에 따른 칩 적층형 패키지 소자(100)의 단면도이다. 패키지 소자(100)는 기판(10)과 복수
의 반도체 칩(20, 30) 및 패키지 성형 몸체(50)를 포함한다.

    
기판(10)은 폴이미드 테이프(polyimide tape), 인쇄 회로 기판(PCB; Printed Circuit Board), 세라믹 기판 등이 될 
수 있다. 기판(10)은 반도체 칩이 실장되는 실장면(12)과 그 반대쪽 밑면(13)을 가진다. 기판의 실장면(12)에는 복수
의 본딩 패드(14)가 형성되어 있다. 실장면(12)에는 하부 반도체 칩(20)이 제1 접착층(22)을 통해 직접 부착된다. 반
도체 칩(20)의 활성면(active surface) 즉, 도면에서 칩의 윗면에는 온-칩 회로가 형성되어 있고 복수의 전극 패드(
24, electrode pad)가 형성되어 있다. 하부 반도체 칩(20)은 그 단면이 직사각형 모양이다.
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하부 반도체 칩(20)의 활성면에는 상부 반도체 칩(30)이 제2 접착층(32)을 통해 부착된다. 제1 접착층(22)과 제2 접
착층(32)은 예컨대, 은 에폭시(Ag epoxy) 접착제이거나 에폭시 계열의 수지로 된 필름형 접착 테이프이다. 상부 반도
체 칩(30)의 활성면에도 온-칩 회로가 형성되어 있고 복수의 전극 패드(34)가 형성되어 있다. 상부 반도체 칩(30)의 
온-칩 회로와 전극 패드(34)의 배치 및 모양, 크기 등은 하부 반도체 칩(20)의 온-칩 회로, 전극 패드(32)와 동일하
다. 상하부 반도체 칩(20, 30)은 전극 패드(24, 34)가 칩 활성면의 주변부에 배치되어 있는 주변 패드형 IC 소자이다. 
한편, 상부 반도체 칩(30)은 그 단면이 직사각형 모양이 아니다. 즉, 하부 반도체 칩(30)의 활성면 반대쪽 밑면 양쪽 
모서리에는 거의 반원 모양의 트렌치(35, trench)가 형성되어 있다.
    

제1 본딩 와이어(41)는 하부 반도체 칩(20)의 전극 패드(24)와 기판의 본딩 패드(14)를 전기적으로 연결하고, 제2 
본딩 와이어(43)는 상부 반도체 칩(30)의 전극 패드(34)와 기판의 본딩 패드(14)를 전기적으로 연결한다. 본딩 와이
어(41, 43)는 전극 패드(24, 34)에 볼을 형성하고 기판 본딩 패드(14)에 스티치를 형성하는데, 전극 패드에 형성된 
볼 위로 일정한 높이의 와이어 루프가 필요하다.

본 발명에 따른 칩 적층형 패키지 소자(100)에서 상부 반도체 칩(30)의 밑면 양쪽 모서리에 형성된 트렌치(35)는 하
부 반도체 칩(20)과 연결된 제1 본딩 와이어(41)의 와이어 루프에 필요한 공간을 제공한다. 따라서, 동일한 성능과 크
기의 반도체 칩을 기판의 동일한 방향으로 적층하는 것이 가능하다. 복수의 칩이 기판의 한쪽면으로 적층되어 있기 때
문에, 기판의 나머지 면은 패키지를 외부와 전기적으로 연결하는 공간으로 활용될 수 있다.

    
즉, 기판(10)의 밑면(13)에 복수의 볼 랜드(16)를 형성하고 그 주위에 솔더 레지스트(18)를 도포한 다음, 랜드(16)
에 솔더 볼(60)을 정렬하고 리플로우하여 외부 전기 접속부를 면 배열 방식으로 형성하는 것이 가능하다. 랜드(16)는 
기판을 통해 본딩 패드(14)와 전기적으로 연결되어 있으므로, 상하부 반도체 칩(20, 30)은 전극 패드(24, 34), 본딩 
와이어(41, 43), 본딩 패드(14), 볼 랜드(16) 및 솔더 볼(60)을 통해 외부 소자 예컨대, 컴퓨터 시스템의 주회로 기
판(mother board)과 전기적으로 연결될 수 있다.
    

다음으로 본 발명에 따른 칩 적층형 패키지 소자의 제조 방법에 대해 설명한다.

도 2는 본 발명에 따른 칩 적층형 패키지 소자의 제조 공정을 나타내는 흐름도이다.

먼저, 복수의 하부 칩을 구성할 제1 웨이퍼를 준비한다(단계 71). 제1 웨이퍼의 밑면에 테이프를 부착하고(단계 72), 
고속으로 회전하는 절단날 예컨대, 다이아몬드 휠을 사용하여 제1 웨이퍼를 절단한다(단계 73). 웨이퍼의 절단은 웨이
퍼의 윗면(활성면)에 형성된 절단선(scribe line)을 따라 이루어진다. 절단된 웨이퍼로부터 개별 반도체 칩을 분리함
으로써, 하부 반도체 칩을 준비한다(단계 74).

복수의 상부 칩을 구성할 제2 웨이퍼를 준비한다(단계 75). 제2 웨이퍼에는 제1 웨이퍼와 마찬가지로, 웨이퍼 일괄 제
조 공정(wafer batch fabrication process)에 의해 제1 웨이퍼와 동일한 성능의 온-칩 회로와 동일한 크기와 배치의 
전극 패드가 형성되어 있다. 제2 웨이퍼의 밑면에 복수의 후면 트렌치를 형성하고(단계 76), 제2 웨이퍼를 절단하여(
단계 77) 상부 반도체 칩(78)을 준비한다. 후면 트렌치 형성 단계에 대해서는 도 3 내지 도 5를 참조로 후술한다.

준비된 하부 반도체 칩을 기판에 부착하는 1차 다이 본딩 단계(79)를 진행하고, 다이 본딩에 사용된 접착층을 경화한 
다음 표면을 예컨대, 플라즈마로 세정한다(단계 80). 다이 본딩된 하부 반도체 칩과 기판을 전기적으로 연결하는 1차 
와이어 본딩 단계(81)를 진행한다.

다음, 하부 반도체 칩의 활성면에 상부 반도체 칩을 부착하는 2차 다이 본딩 단계(82)를 진행하고, 접착층을 경화하고 
표면을 플라즈마 세정한다(단계 83). 상부 반도체 칩을 기판과 전기적으로 연결하는 2차 와이어 본딩 단계(84)를 진
행한 다음, 몰딩 단계(85)를 거쳐 패키지 몸체를 형성한다.
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제2 웨이퍼에 후면 트렌치를 형성하는 공정은 다음과 같은 여러가지 방법으로 진행될 수 있다.

도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 칩 적층형 패키지에서 후면 트렌치가 형성된 상부 반도체 칩을 제조하는 제1 실시예를 
설명하기 위한 단면도이다.

도 3a의 평면도에서 보는 것처럼, 웨이퍼 제조 공정을 통해 복수의 반도체 IC 소자가 형성된 웨이퍼(110)를 준비하고, 
웨이퍼(110)의 뒷면(115) 즉, 활성면의 반대면에 정렬 키(112)를 형성한다.

    
웨이퍼(110)의 단면도인 도 3b에서 보는 것처럼, 웨이퍼의 뒷면(115)에 소정의 깊이와 폭으로 홈 또는 트렌치(130)
를 형성한다. 홈(130)의 위치는 정렬 키(112)를 기준으로 정해지는데, 웨이퍼(110) 활성면의 절단선(scribe line)에 
대응되는 위치로 정해진다. 웨이퍼(115)의 활성면(120)에는 패시베이션막(122)이 도포되어 있다. 홈(130)은 예컨대, 
고속 회전 절단 날로 웨이퍼를 잘라냄으로써 형성된다. 홈(130)의 깊이와 폭은 도 1을 참조로 설명한 바와 같이, 적층 
패키지의 하부 칩 전극 패드에 대한 와이어 루프를 제공하기에 충분한 크기로 정해진다.
    

    
도 3c에서, 홈(130)의 표면을 포함하여 웨이퍼(110)의 뒷면(115) 전체에 금속층(132)을 도포한다. 금속층(132)은 
나중에 웨이퍼 뒷면(115)에 접착제를 도포하고 웨이퍼 활성면을 절단선을 따라 절단하여 웨이퍼를 개별 IC 소자로 분
리하는 공정에서 웨이퍼가 부러지거나 칩 크랙이 생기는 것을 방지하기 위한 것이다. 즉, 금속층(132)은 홈(130)이 형
성된 웨이퍼의 기계적 강도를 보강하기 위한 것이다. 금속층(132)은 예컨대, 전기 도금, 스퍼터링(sputtering), 증착
(evaporation), 무전해 도금 등의 기술로 웨이퍼 뒷면에 도포될 수 있다.
    

트렌치(130)가 형성되고 금속층(132)이 도포된 웨이퍼(110)의 뒷면(115)에 접착성 테이프(140)를 붙이고(도 3d), 
절단선을 따라 웨이퍼(110)를 절단하여 웨이퍼를 개별 칩(150a, 150b, 150c)으로 분리한다. 이러한 웨이퍼 분리는 
통상적인 웨이퍼 절단(wafer sawing) 공정을 사용할 수 있다. 개별 칩들은 분리 영역(117)에 의해 분리되어 있지만 
그 밑면이 접착 테이프(140)에 고정되어 있다.

도 4a 내지 도 4e는 본 발명의 칩 적층형 패키지에서 후면 트렌치가 형성된 상부 반도체 칩을 제조하는 제2 실시예를 
설명하기 위한 단면도이다.

도 4a를 참조하면, 웨이퍼(110)의 뒷면(115)에 제1 금속층(160)을 전체적으로 도포한 다음 정렬 키(162)를 형성한
다. 도 4b 단계에서, 웨이퍼 뒷면(115)의 소정의 위치에 소형 홈(164)을 형성한다. 소형 홈(164)은 웨이퍼 절단 공정
에서 사용되는 절단 날보다 폭이 좁은 것을 사용하여 형성될 수 있다. 도 4c 단계에서, 제1 금속층(160)을 마스크로 하
여 소형 홈(164)을 예컨대, 습식 식각하여 원하는 크기의 트렌치(166)를 형성한다.

제1 금속층(160)을 제거하고(도 4d 단계), 트렌치(166)를 포함하여 웨이퍼 뒷면(115)에 전체적으로 제2 금속층(1
68)을 도포한다. 제2 금속층(168)은 제1 실시예의 금속층(132)과 마찬가지로 웨이퍼 절단 공정에서 웨이퍼가 부러지
거나 칩 크랙이 생기는 것 등을 방지하기 위한 것이다.

도 5a 내지 도 5f는 본 발명의 칩 적층형 패키지에서 후면 트렌치가 형성된 상부 반도체 칩을 제조하는 제3 실시예를 
설명하기 위한 단면도이다.

도 5a를 참조하면, 식각 마스크층(170)을 웨이퍼(110)의 뒷면(115)에 전체적으로 도포한다. 식각 마스크층(170) 위
에 감광막(photo-resist)를 도포하고 패터닝하면 도 5b와 같은 감광막 패턴층(172)이 웨이퍼 뒷면에 형성된다.

그 다음, 감광막 패턴층(172)으로 덮혀 있지 않고 노출된 식각 마스크층(170)을 제거하고 감광막 패턴층(172)을 제
거하면, 도 5c에 나타낸 것처럼, 식각 마스크 패턴층(170a)이 형성된다. 도 5d 단계에서, 이 패턴층(170a)을 마스크
로 하여 웨이퍼 뒷면을 식각하여 트렌치(174)를 형성한다.
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식각 마스크 패턴층(170a)을 제거하고(도 5e), 트렌치(174) 표면을 포함하여 웨이퍼 뒷면(115)에 금속층(176)을 
전체적으로 도포한다(도 5f). 이 금속층(176)은 제1 실시예와 제2 실시예의 금속층(132, 168)과 마찬가지로 웨이퍼 
절단 공정에서 웨이퍼가 부러지거나 칩 크랙이 생기는 것 등을 방지하기 위한 것이다.

이와 같이 트렌치가 형성된 반도체 칩은 앞에서 설명한 것처럼, 칩 적층형 패키지 소자의 상부 칩(30)으로 사용된다.

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 동일한 크기의 반도체 IC 소자를 복수개 적층한 칩 적층형 패키지 소자를 구
현할 수 있다.

또한, 동일한 반도체 IC 소자를 여러개 적층하면서도 와이어 본딩 기술을 그대로 활용할 수 있으므로, 낮은 비용으로 칩 
적층형 패키지 소자를 구현할 수 있다.

또한, 기판의 한쪽면에 반도체 IC 소자가 적층되어 있기 때문에, 패키지 소자의 외부 전기 접속부를 위한 공간을 많이 
확보할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

칩 적층형 패키지 소자로서,

복수의 본딩 패드가 형성되어 있고 복수의 반도체 칩이 실장되는 실장면을 갖는 기판과,

상기 기판의 실장면에 제1 접착층을 통해 직접 부착되며, 복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖는 하부 반도체 칩과,

상기 하부 반도체 칩의 활성면에 제2 접착층을 통해 직접 부착되며, 복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖는 상부 반
도체 칩과,

상기 하부 반도체 칩의 전극 패드와 상기 기판의 본딩 패드를 전기적으로 연결하는 제1 복수의 본딩 와이어와,

상기 상부 반도체 칩의 전극 패드와 상기 기판의 본딩 패드를 전기적으로 연결하는 제2 복수의 본딩 와이어를 포함하며,

상기 상부 반도체 칩은 활성면 반대쪽 밑면 모서리에 형성된 트렌치를 포함하고, 상기 트렌치는 상기 제1 복수의 본딩 
와이어에 대한 와이어 루프를 제공하는 것을 특징으로 하는

칩 적층형 패키지 소자.

청구항 2.

제1항에서, 상기 상부 반도체 칩의 밑면에는 금속층이 전체적으로 도포되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 패키지 
소자.

청구항 3.

제1항에서, 상기 상하부 반도체 칩, 제1 본딩 와이어, 제2 본딩 와이어 및 본딩 패드를 보호하는 성형 몸체를 더 포함하
는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 패키지 소자.

청구항 4.
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제1항에서, 상기 기판의 실장면의 반대면에는 복수의 솔더 볼이 형성되어 있고, 이 솔더 볼은 상기 본딩 패드와 전기적
으로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 패키지 소자.

청구항 5.

제1항에서, 상기 상부 반도체 칩과 하부 반도체 칩은 크기와 전기적 성능이 동일한 칩인 것을 특징으로 하는 칩 적층형 
패키지 소자.

청구항 6.

제1항에서, 상기 기판은 폴이미드 테이프(polyimide tape), 인쇄 회로 기판(PCB; Printed Circuit Board) 및 세라믹 
기판으로 구성된 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 패키지 소자.

청구항 7.

칩 적층형 패키지를 제조하는 방법으로서,

복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖는 복수의 하부 칩이 형성될 제1 웨이퍼를 준비하는 단계와,

복수의 전극 패드가 형성된 활성면을 갖는 복수의 상부 칩이 형성될 제2 웨이퍼를 준비하는 단계와,

상기 제2 웨이퍼의 활성면의 반대쪽 밑면에 트렌치를 형성하는 단계와,

상기 제1 웨이퍼를 절단하여 하부 칩으로 분리하고, 하부 칩을 기판의 제1 면에 부착하는 1차 다이 본딩 단계와,

상기 하부 칩의 전극 패드와 기판을 전기적으로 연결하는 1차 와이어 본딩 단계와,

상기 제2 웨이퍼를 절단하여 상부 칩으로 분리하고, 분리된 상부 칩을 상기 하부 칩의 활성면에 부착하는 제2 다이 본
딩 단계와,

상기 상부 칩의 전극 패드와 기판을 전기적으로 연결하는 2차 와이어 본딩 단계를 포함하며,

상기 트렌치 형성 단계는 상기 분리된 상부 칩의 밑면 모서리에 트렌치를 형성함으로써, 상기 하부 칩에 연결되는 본딩 
와이어에 대한 와이어 루프를 제공하는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 패키지 소자 제조 방법.

청구항 8.

제7항에서, 상기 트렌치 형성 단계는,

웨이퍼 밑면에 인식 마크를 형성하는 단계와,

상기 인식 마크를 기준으로 소정의 위치에 절단 날로 홈을 형성하는 단계와,

상기 홈의 표면을 포함하여 웨이퍼 밑면 전체에 금속층을 도포하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 패
키지 소자 제조 방법.

청구항 9.

제7항에서, 상기 트렌치 형성 단계는,
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웨이퍼 밑면 전체에 제1 금속층을 도포하는 단계와,

인식 마크를 형성하는 단계와,

상기 인식 마크를 기준으로 웨이퍼 밑면의 소정의 위치에 소형 홈을 형성하는 단계와,

상기 제1 금속층을 마스크로 하여 상기 소형 홈을 식각하여 트렌치를 형성하는 단계와,

상기 트렌치 면을 포함하며 웨이퍼 밑면 전체에 제2 금속층을 도포하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 
패키지 소자 제조 방법.

청구항 10.

제7항에서, 상기 트렌치 형성 단계는,

웨이퍼 밑면에 식각 마스크층을 도포하는 단계와,

상기 식각 마스크층 위에 감광막 패턴층을 형성하는 단계와,

상기 감광막 패턴층을 기준으로 상기 식각 마스크층을 부분적으로 제거하여 식각 마스크 패턴층을 형성하는 단계와,

상기 감광막 패턴층을 제거하는 단계와,

상기 식각 마스크 패턴층을 마스크로 하여 상기 웨이퍼 밑면을 식각하여 트렌치를 형성하는 단계와,

상기 식각 마스크 패턴층을 제거하는 단계와,

상기 트렌치 면을 포함하여 웨이퍼 밑면 전체에 금속층을 형성하는 단계를

포함하는 것을 특징으로 하는 칩 적층형 패키지 소자 제조 방법.

도면
도면 1
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도면 2
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도면 3a

도면 3b

도면 3c
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도면 3d

도면 3e

도면 4a

도면 4b
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도면 4c

도면 4d

도면 4e

도면 5a

도면 5b
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도면 5c

도면 5d

도면 5e

도면 5f
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